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Description
Titre de I'invention : PROCEDE DE FABRICATION DE
PLUSIEURS BOITIERS DE CIRCUITS INTEGRES

Des modes de réalisation et de mise en ceuvre concernent le domaine de
I’électronique, notamment le domaine du conditionnement (« packaging » en anglais)
de circuits intégrés et plus particulicrement la fabrication de plusieurs boitiers de
circuits intégrés.

La fabrication de boftiers de circuits intégrés peut €tre réalisée a partir d’une plaque
ou substrat support, par exemple mais non limitativement du type substrat stratifié
(« laminate substrate » en anglais) sur laquelle peuvent €tre réalisés les boitiers avant
leur individualisation par découpe de la plaque.

Les boitiers peuvent Etre répartis par ligne et par colonne, dans des emplacements
dédiés mutuellement séparés par une paroi qui, apres découpe, va former une paroi
latérale pour chaque boitier individuel.

Cette paroi délimite pour chaque emplacement, une cavité ot sont montés les
différents éléments du boitier correspondant, tels qu’une puce électronique et un
moyen d’obturation de la cavité correspondante, par exemple un moyen d’obturation
optiquement transparent tel qu’une vitre dans le cas d’un boitier optique. En par-
ticulier, le moyen d’obturation est typiquement fixé, par exemple au moyen d’une
colle, sur la paroi latérale de chaque boitier.

Avant découpe, la paroi saillant de la plaque peut également servir a fixer plusieurs
moyens d’obturation associ€s a des boitiers respectivement assemblés dans des em-
placements adjacents.

La paroi est alors suffisamment large pour permettre de fixer les moyens d’obturation
mais assez étroite pour permettre de rapprocher les emplacements de boitier les uns des
autres, de fagon a pouvoir fabriquer une plus grande quantité de boitiers sur la plaque.

Il se pose néanmoins un probleme lorsque les moyens d’obturation sont collés sur la
paroi avant découpe de celle-ci.

En effet, une paroi trop mince ne permet pas d’espacer suffisamment les moyens
d’obturation les uns des autres de sorte que, lorsque les moyens d’obturation sont
plaqués sur la paroi avec de la colle entre la paroi et I’extrémité du moyen
d’obturation, de la colle déborde dans les zones de découpe de la paroi.

Et la présence de colle dans les zones de découpe produit des défauts sur les bords de
chaque boitier, tels que des bavures (« burrs » en anglais), notamment lorsque la colle
utilisée présente des propriétés mécaniques différentes du matériau de la paroi, ces

bavures résultant d’un arrachement de la colle située dans les zones de découpe lors de
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la découpe de la paroi.

En effet, la découpe est typiquement précédée d’une étape de réticulation de la colle
permettant de créer des liaisons chimiques entre les moyens d’obturation et la paroi.

Apres formation de ces liaisons chimiques, la colle peut présenter une certaine
élasticité.

La colle, du fait de son €lasticité, peut alors €tre arrachée lors de la découpe de la
paroi et fragiliser les moyens d’obturation des boitiers respectifs.

Par ailleurs, les boitiers, une fois individualisés, peuvent présenter des traces de colle
arrachée sur le long de leur paroi latérale respective.

A cet égard, il peut €tre prévu de former une paroi plus large de facon a éloigner les
moyens d’obturation des différentes zones de découpe afin d’empécher la colle de
déborder dans ces dernieres lors de la fixation des moyens d’obturation.

Toutefois, en augmentant la largeur des parois formées sur la plaque, on augmente
également la largeur des parois latérales des boitiers apres leur individualisation,
rendant ainsi les boitiers de circuits int€égrés moins compacts.

Il existe par conséquent notamment un besoin de proposer une solution permettant
d’éviter un arrachement de la colle lors de I’individualisation des boitiers tout en
obtenant des boitiers compacts.

Selon un aspect, il est proposé un procédé de fabrication de plusieurs boitiers de
circuits intégrés, comprenant :

- une fourniture d’un substrat support possédant une face de montage et comprenant
une paroi saillant sur la face de montage et délimitant avec la face de montage une
matrice de cavités, chaque cavité comportant sur la face de montage des plages de
contact électriquement conductrices, le substrat support comportant sous chaque cavité
un réseau d’interconnexion entre les plages de contact et une face inférieure du substrat
support,

- une formation de premicres tranchées s’étendant partiellement dans la paroi autour
de chaque cavité,

- des montages de puces €lectroniques sur la face de montage du substrat support
dans respectivement lesdites cavités et coopérant électriquement avec les plages de
contact correspondantes,

- des obturations des cavités par collage de moyens d’obturation respectifs sur une
face supérieure de la paroi entre les premieres tranchées a ’aide d’une colle adaptée
pour ne pas déborder dans les premicres tranchées, de fagon a obtenir une matrice de
bofitiers,

- une formation de moyens de connexion électriquement conducteurs sous chaque
cavité coopérant électriquement avec le réseau d’interconnexion correspondant et

- une individualisation des boitiers comprenant une découpe de ladite paroi et du
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substrat support par une formation dans ladite paroi et dans le substrat support de
deuxiémes tranchées moins larges que les premieres tranchées, prolongeant les
premieres tranchées jusqu’a la face inférieure du substrat support.

Ainsi, il est proposé de réaliser des premieres tranchées, par exemple grice a une
découpe partielle de la paroi dans les zones de découpe, de sorte que la paroi présente,
apres cette découpe partielle, une forme en « U ». La forme en « U » de la paroi ainsi
que les caractéristiques de la colle, par exemple la tension de surface, contribuent a
éviter que de la colle située de part et d’autre des premieres tranchées ne déborde dans
les premicres tranchées, notamment dans les zones de découpe, lors des obturations des
cavités par les moyens d’obturation respectifs.

Par ailleurs, on peut réaliser avantageusement un mouillage partiel de la face su-
périeure de la paroi par la colle de sorte que la colle ne déborde pas dans les premicres
tranchées. Le mouillage de la colle correspond au comportement de la colle en contact
avec la face supérieure de la paroi. On parle de mouillage total lorsque la colle s’étale
sur la face supérieure et de mouillage partiel lorsque la colle forme une goutte sur cette
face supérieure. Le mouillage de la colle peut notamment étre déterminé par les carac-
téristiques de la colle telles que la tension de surface de la colle ou I’angle de contact
de la colle sur la face supérieure de la paroi. L’homme du métier saura choisir une
valeur convenable pour la tension de surface et/ou 1’angle de contact en fonction de
I’application envisagée.

Cela étant, a titre indicatif, la colle a typiquement un angle de contact (€galement
désigné par les termes « angle de mouillage ») suffisamment élevé, par exemple un
angle de contact supérieur a 30°, pour contribuer a son non débordement, en particulier
apres le dépot de la colle sur la paroi ou suite a la fixation du moyen d’obturation sur la
paroi. Par ailleurs, la formation des deuxiémes tranchées moins larges que les
premieres tranchées permet d’assurer une découpe finale, c’est-a-dire la découpe de la
paroi et du substrat support dans les zones de découpe en vue d’individualiser les
boitiers, qui n’arrache pas la colle.

Par conséquent, le procédé selon cet aspect permet d’effectuer des découpes sur des
parois relativement mince sans produire de défauts tels que de la colle arrachée de
facon a fabriquer plusieurs boitiers compacts ne présentant pas de traces de ces défauts.

Selon un mode de mise en ceuvre, les premicres tranchées ont une premicre largeur,
les deuxiemes tranchées ont une deuxi¢me largeur et la différence entre la premicre
largeur et la deuxieme largeur est supérieure ou égale a 100 pm.

Une telle différence entre la premiere largeur et la deuxieme largeur permet d’éviter,
lors de la formation des deuxi¢mes tranchées, une découpe de la paroi trop proche des
bords des premieres tranchées et de garantir autant que possible que la colle située de

part et d’autre des premicres tranchées ne soit pas arrachée lors de la formation des
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deuxiemes tranchées.

Dans certains cas, les premiéres tranchées peuvent avoir un fond incurvé de sorte que
la forme incurvée du fond des tranchées peut se prolonger jusqu’aux bords des
premicres tranchées qui ne sont alors plus assez abrupts pour empécher que la colle
déborde dans les premicres tranchées.

Il est donc particulicrement avantageux que les premiceres tranchées soient suf-
fisamment profondes de facon a avoir des bords abrupts.

Ainsi, a cet égard et selon un mode de mise en ceuvre, la profondeur des premieres
tranchées est comprise entre 50% et 80% de la hauteur de la paroi.

Selon un autre aspect, il est proposé un boitier de circuit intégré comportant :

- un substrat support possédant une face de montage,

- une paroi latérale disposée sur la face de montage, ayant une face interne et une
face externe, la face interne délimitant avec la face de montage une cavité, la face
externe comportant une marche s’étendant vers 1’extérieur du boitier,

- une puce ¢lectronique disposée dans la cavité au-dessus de la face de montage du
substrat support et électriquement connectée a des plages de contact électriquement
conductrices situées sur la face de montage,

- un moyen d’obturation collé au moyen d’une colle sur une face supéricure de la
paroi latérale et obturant la cavité, ladite colle ne débordant pas sur la face externe de
la paroi latérale, et

-des moyens de connexion électriquement conducteurs situés sur une face inférieure
du substrat support et en coopération €lectrique avec lesdites plages de contact par
I’intermédiaire d’un réseau d’interconnexion situ€ dans le substrat support.

Selon un mode de réalisation, 1’angle de contact de la colle sur la face supérieure de
la paroi est supérieur a 30°.

Selon un mode de réalisation, la marche est située a distance de la face supérieure de
la paroi latérale et a une largeur supérieure ou égale a 100 um.

Selon un mode de réalisation, la distance est comprise entre 50% et 80% de la
hauteur de la paroi latérale.

D’autres avantages et caractéristiques de 1’invention apparaitront a I’examen de la
description détaillée de mode de réalisation et de mise en ceuvre, nullement limitatifs,
et des dessins annexés sur lesquels :

[Fig.1];

[Fig.2] ;

[Fig.3];
[Fig.4];
[Fig.5] ; et

|

[Fig.6] illustrent schématiquement des modes de mise en ceuvre et de réalisation de
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I’invention.

La [Fig.1] illustre une étape de fourniture (ou d’obtention) 100 d’un substrat support
SUB selon une vue de dessus.

Le substrat support SUB possede une face de montage FM et comprend une paroi
RES saillant sur la face de montage FM.

La paroi est typiquement en résine et possede une face supérieure FH a distance de la
face de montage FM du substrat support SUB.

La formation d’une paroi a ’aide d’une résine est connue en soi par I’homme du
métier.

La paroi RES délimite avec la face de montage FM une matrice de cavités ZCI et sert
notamment a délimiter les cavités ZCI adjacentes sur une ligne ou une colonne de la
matrice.

La paroi RES présente des zones de découpe ZSO réparties le long des lignes et des
colonnes de la matrice et entre les cavités ZCI.

La [Fig.2] est une vue partielle en coupe selon la ligne II-1I de la [Fig.1].

A des fins de simplification, seules quelques portions de la paroi RES sont re-
présentées.

La paroi RES présente une hauteur H comprise par exemple entre 270 um et 370 ym

Chaque cavité ZCI comporte, dans cet exemple de réalisation, sur la face de montage
FM des plages de contact €lectriquement conductrices PAD.

Le substrat support SUB comprend une face inférieure FL opposée a la face de
montage FM.

Sous chaque cavité ZClI, le substrat support SUB comporte un réseau
d’interconnexion INTCNX, trés schématiquement représenté et de structure classique,
entre les plages de contact PAD et des plages de contact de la face inférieure FL.

Le réseau d’interconnexion INTCNX comprend des pistes conductrices, typiquement
en cuivre (Cu), intégrées dans une ou plusieurs couches de matériau diélectrique tel
que de la résine mélangée a de la fibre de verre, du substrat support SUB.

Le substrat support SUB est par conséquent dans cet exemple de réalisation une
plaque stratifiée.

La [Fig.3] illustre une étape de formation 101 de premicres tranchées TRC1 dans la
paroi RES.

La formation des premicres tranchées TRC1 peut comprendre une découpe partielle
de la paroi RES suivant les zones de découpe ZSO, de sorte que les premicres
tranchées TRC1 s’étendent partiellement dans la paroi RES autour de chaque cavité
ZCI.

Plus particulicrement, les premieres tranchées TRC1 ont ici une profondeur DTRC1
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comprise entre 50% et 80% de la hauteur H de la paroi RES.

Elles possedent une premiere largeur LTRC1 comprise dans cet exemple de réa-
lisation entre 350 um et 450 pm.

Les premieres tranchées TRC1 sont ainsi suffisamment profondes pour éviter que la
forme incurvée du fond des tranchées se prolonge jusqu’aux bords des premicres
tranchées TRCI.

Par conséquent, les premieres tranchées TRC1 présentent avantageusement des bords
relativement abrupts.

La paroi RES, dans laquelle les premiéres tranchées TRC1 sont respectivement
formées, présente alors une forme de « U ». La forme de « U » de la paroi RES permet
de définir, sur la face supérieure FH de la paroi RES, une surface de chaque c6té de la
zone de découpe ZSO entre les cavités ZCI.

Plus particulicrement, les premieres tranchées TRC1 peuvent étre formées par
exemple par une lame de découpe SC1. D’autres moyens de découpe sont cependant
possibles, par exemple un laser.

La [Fig.4] illustre une étape d’assemblage 102 de boitiers sur le substrat support
SUB.

A des fins de simplification, seuls deux boitiers adjacents BT1 et BT2 ont été re-
présentés.

L’assemblage 102 comprend notamment une étape de montage de puces élec-
troniques CHP sur la face de montage FM du substrat support SUB dans respec-
tivement les cavités ZCI.

Les puces €lectroniques CHP cooperent €lectriquement avec les plages de contact
correspondantes PAD dans chaque cavité ZCI.

Par exemple, les puces électroniques CHP peuvent étre fixées sur la face de montage
FM entre les plages de contact PAD par de la colle GL1 et étre reliées électriquement
aux plages de contact PAD par des fils de liaison WB.

Selon une autre variante possible, les puces électroniques CHP peuvent comporter
des billes de soudure soudées aux plages de contact PAD qui seraient alors situées sous
les puces électroniques CHP.

Les billes de soudure seraient noyées dans une couche d’un matériau de sous-
remplissage (connue de ’homme du métier sous le terme anglosaxon « underfill »)
permettant de fixer mécaniquement les puces €lectroniques CHP sur la face de
montage FM.

Les puces €lectroniques CHP sont alors connectées électriquement aux plages de
contact PAD par I'intermédiaire des billes de soudure.

L’assemblage 102 comprend également une étape d’obturation des cavités ZCI par

des moyens d’obturation respectifs CAP.
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Les moyens d’obturation CAP sont fixés sur la paroi RES entre les premieres
tranchées TRC1 de fagon a obtenir une matrice de boitiers BT1, BT2.

Dans le cas de boitiers optiques, le moyen d’obturation CAP peut €tre un moyen
d’obturation optiquement transparent tel qu’une vitre par exemple.

En outre, I’obturation de chaque cavité ZCI comprend un collage du moyen
d’obturation CAP sur une face supérieure FH de la paroi RES. Plus particulierement, le
collage du moyen d’obturation CAP positionné au-dessus de la puce électronique CHP
correspondante, s’effectue au moyen d’une colle GL2 disposée entre une zone
d’extrémité de la face de fixation FCAP du moyen d’obturation CAP et la face su-
périeure FH de la paroi RES.

La colle GL2 peut étre une colle relativement molle, par exemple une colle de type
acrylate capable de réticuler lorsqu’elle est exposée a un rayonnement ultraviolet (UV)
et lors d’un recuit thermique. La colle GL2 possede typiquement des propri€t€s mé-
caniques différentes du matériau de la paroi RES, tel que la résine.

Selon une premiere possibilité, le collage du moyen d’obturation CAP comprend une
étape de dépdt de la colle GL2 sur la face supérieure FH de la paroi RES, en particulier
sur la surface situ€e de part et d’autre des premieres tranchées TRCI.

La colle GL2 située sur la face supérieure FH de la paroi RES a typiquement un
angle de contact O supérieur a 30°. L’angle de contact O de la colle GL2 correspond
plus particulierement a 1’angle formé entre la face supérieure FH de la paroi RES et la
tangente a la surface de la colle GL2 au point de contact avec la face supérieure FH.
L’angle de contact O de la colle GL2 permet de réaliser un mouillage partiel de la face
supérieure FH par la colle GL2 et permet donc de minimiser la surface sur laquelle la
colle GL2 se répand, notamment lorsque les bords des premieres tranchées TRC1 a
I’extrémité de cette surface sont abrupts.

Le moyen d’obturation CAP est ensuite plaqué contre la face supérieure FH de la
paroi RES, de sorte que la colle GL2 se répand sur la face supérieure FH sans déborder
dans les premieres tranchées TRC1 et adhere a la face de fixation FCAP du moyen
d’obturation CAP.

En alternative a cette premiere possibilité, 1a colle GL2 peut également étre déposée
sur la zone d’extrémité de la face de fixation FCAP du moyen d’obturation CAP de
sorte que, lorsque le moyen d’obturation CAP est plaqué contre la face supérieure FH
de la paroi RES, la colle GL2 se répand sur la face supérieure FH, notamment sur la
surface située de part et d’autre des premicres tranchées TRCI, sans déborder dans les
premieres tranchées TRC1 et adhere a la face supérieure FH.

En particulier, quelle que soit I’alternative utilisée, la pression appliquée au moyen
d’obturation CAP pour le plaquer contre la face supérieure FH est suffisamment €levée

de sorte que la colle GL2 adhere a la face de fixation FCAP et a cette face supérieure
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FH.

Cette pression est, en outre, suffisamment faible pour éviter que la colle GL2 déborde
dans les premieres tranchées TRC1, en prenant en considération la tension de surface
de la colle GL2 ou son angle de contact.

Cette pression dépend également de la contre pression a I'intérieur de la cavité et de
I’épaisseur de colle souhaitée.

L’homme du métier saura ajuster cette pression en fonction de tous ces parametres
pour obtenir a la fois une adhésion convenable et un non débordement de la colle dans
les premieres tranchées TRC1.

A titre d’exemple, la pression appliquée au moyen d’obturation CAP est choisie de
sorte que 1’épaisseur de la colle GL2 entre la face supérieure FH et la face de fixation
FCAP du moyen d’obturation CAP apres la fixation du moyen d’obturation CAP soit
comprise entre 100 um et 250 pm.

La colle GL2 a donc typiquement un angle de contact 0 suffisamment élevé pour
contribuer au non débordement de la colle GL2, apres dépot de la colle GL2 sur la
paroi RES et suite a la fixation du moyen d’obturation CAP a la paroi RES.

La forme en « U » de la paroi RES, ainsi que les caractéristiques de la colle GL2, par
exemple la tension de surface ou I’angle de contact, permettent d’éviter que la colle
GL2 située de part et d’autre des premieres tranchées TRC1 ne déborde dans les
premieres tranchées TRC1, notamment dans les zones de découpe ZSO dans lesquelles
est réalisée la découpe finale comme décrit par la suite en relation avec la [Fig.5].

On peut ainsi obtenir, apres I’étape d’assemblage 102, des boitiers de circuits
intégrés BT 1 et BT2 réalisés sur le méme substrat support SUB et délimités par les
premieres tranchées TRC1 dépourvues de colle GL2.

La [Fig.5] illustre une étape de formation de moyens de connexion électriquement
conducteurs BP et une étape 103 d’individualisation des boitiers BT1 et BT2.

Les moyens de connexion €lectriquement conducteurs BP, par exemple des billes de
soudure, sont formés sur la face inférieure FL. du substrat support SUB, en dessous de
chaque cavité ZCI.

Les moyens de connexion BP cooperent électriquement avec le réseau
d’interconnexion correspondant INTCNX par I'intermédiaire des plages de contact
situées sur la face inférieure FL du substrat support SUB et permettent, en particulier
de connecter électriquement les puces électroniques CHP respectives a une carte de
circuit imprimé.

L’ étape d’individualisation 103 des boitiers BT1 et BT2 comprend une découpe de la
paroi RES et du substrat support SUB par une formation dans ladite paroi RES et le
substrat support SUB de deuxiemes tranchées TRC2.

Plus particulicrement, les deuxi¢mes tranchées TRC2 peuvent étre formées par
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exemple par une lame de découpe SC2 différente de la lame de découpe SC1 par
exemple. La encore d’autres moyens de découpe peuvent étre envisagés, par exemple
un laser.

Quel que soit le moyen de découpe utilisé, les deuxiemes tranchées TRC2 sont moins
larges que les premieres tranchées TRC1 et prolongent les premieres tranchées TRC1
jusqu’a la face inférieure FL du substrat support SUB.

En particulier, les deuxiémes tranchées TRC2 possedent une deuxieéme largeur
LTRC2 comprise entre 200 um et 300 um.

La formation des deuxie¢mes tranchées TRC2 moins larges que les premieres
tranchées TRC1 permet d’assurer une découpe finale, c’est-a-dire la découpe de ladite
paroi RES et du substrat support SUB, qui n’arrache pas la colle GL2.

Par ailleurs, la différence LSTP entre la premiere largeur LTRCI et la deuxieme
largeur LTRC2 est avantageusement supé€rieure ou égale a 100um.

Une telle différence entre la premiere largeur LTRC] et la deuxieme largeur LTRC2
permet d’éviter une découpe trop proche des bords des premicres tranchées TRCI et de
garantir autant que possible que la colle GL2 située de part et d’autre des premicres
tranchées TRC1 ne soit pas arrachée lors de la formation des deuxiémes tranchées
TRC2.

Par conséquent, le procédé permet autant que possible d’effectuer des découpes sur
des parois RES relativement mince sans produire de défauts tels que de la colle GL2
arrachée de facon a fabriquer plusieurs boitiers de circuits intégrés BT1 et BT2
compacts ne présentant pas de traces de ces défauts.

La [Fig.6] illustre schématiquement une vue en coupe d’un exemple de boitier BT
selon un aspect de I’invention et par exemple obtenu par le procédé décrit pré-
cédemment en relation avec les figures 1 a 5.

Le boitier BT comporte un substrat support SUB, une puce électronique CHP et un
moyen d’obturation CAP. Le substrat support SUB posse¢de une face de montage FM
et une face inférieure FL opposée a la face de montage FM.

Le boitier BT comprend, en outre, une paroi latérale RES disposée sur la face de
montage FM.

La paroi latérale RES possede une face interne FINT, une face externe FEXT et une
face supérieure FH a distance de la face de montage FM.

La face interne FINT délimite avec la face de montage FM une cavité¢ ZCl et la face
externe FEXT comporte une marche STP.

La marche STP s’étend vers I’extérieur du boitier BT et est située a une distance
DTRCI de la face supérieure FH de la paroi latérale RES.

La distance DTRC1 est comprise entre 50% et 80% de 1a hauteur H de la paroi
latérale RES.
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En outre, la marche STP a une largeur LSTP supérieure ou égale a 100 pum.

La puce électronique CHP est disposée dans la cavité ZCI au-dessus de la face de
montage FM du substrat support SUB.

La puce électronique CHP est €lectriquement connectée a des plages de contact élec-
triquement conductrices PAD situées sur la face de montage FM.

En particulier, les plages de contact PAD sont situées autour de la puce électronique
CHP qui est fixée sur la face de montage FM par de la colle GL1 et qui est reliée élec-
triquement aux plages de contact PAD par des fils de liaison WB.

Selon une variante possible, les plages de contact PAD peuvent €tre situées sous la
puce électronique CHP. La puce électronique CHP peut comporter alors des billes de
soudure fixées aux plages de contact PAD permettant de connecter électriquement la
puce CHP aux plages de contact PAD. Les billes de soudure de la puce €lectronique
CHP, selon cette variante, sont noyées dans une couche de matériau de sous-
remplissage.

Le moyen d’obturation CAP est collé au moyen d’une colle GL2 sur la face su-
périeure FH de la paroi latérale RES et obture la cavité ZCI.

Le moyen d’obturation CAP peut €tre un moyen d’obturation transparent tel qu’une
vitre dans le cas d’un boitier optique.

En particulier, le moyen d’obturation CAP comporte une face de fixation FCAP
ayant une zone d’extrémité collée sur la face supérieure FH de la paroi latérale RES,
par la colle GL2.

La colle GL2 située sur la face supérieure FH de la paroi RES, a typiquement un
angle de contact O supérieur a 30° et ne déborde pas sur la face externe FEXT de la
paroi latérale RES.

Par ailleurs, le boitier de circuit intégré BT comporte des moyens de connexion élec-
triquement conducteurs BP, tels que des billes de soudure. Les moyens de connexion
BP sont situ€s sur la face inférieure FL du substrat support SUB et sont en coopération
électrique avec les plages de contact PAD par I’intermédiaire d’un réseau
d’interconnexion INTCNX situé dans le substrat support SUB.
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Revendications

Procédé de fabrication de plusieurs boitiers de circuits intégrés (BT),
comprenant :

- une fourniture d’un substrat support (SUB) possédant une face de
montage (FM) et comprenant une paroi (RES) saillant sur la face de
montage (FM) et délimitant avec la face de montage (FM) une matrice
de cavités (ZCI), chaque cavité comportant sur la face de montage (FM)
des plages de contact électriquement conductrices (PAD), le substrat
support (SUB) comportant sous chaque cavité un réseau
d’interconnexion (INTCNX) entre les plages de contact (PAD) et une
face inférieure (FL) du substrat support (SUB),

- une formation de premicres tranchées (TRC1) s’étendant partiellement
dans la paroi (RES) autour de chaque cavité (ZCI),

- des montages de puces €lectroniques (CHP) sur la face de montage
(FM) du substrat support (SUB) dans respectivement lesdites cavités
(ZC) et coopérant électriquement avec les plages de contact corres-
pondantes (PAD),

- des obturations des cavités (ZCI) par collage de moyens d’obturation
respectifs (CAP) sur une face supérieure (FH) de la paroi (RES) entre
les premieres tranchées (TRC1) a I’aide d’une colle (GL2) adaptée pour
ne pas déborder dans les premieres tranchées (TRC1), de fagon a obtenir
une matrice de boftiers,

- une formation de moyens de connexion électriquement conducteurs
(BP) sous chaque cavité (ZCI) coopérant électriquement avec le réseau
d’interconnexion (INTCNX) correspondant et

- une individualisation des boitiers (BT) comprenant une découpe de
ladite paroi (RES) et du substrat support (SUB) par une formation dans
ladite paroi (RES) et dans le substrat support (SUB) de deuxiémes
tranchées (TRC2) moins larges que les premieres tranchées (TRC1),
prolongeant les premieres tranchées (TRC1) jusqu’a la face inférieure
(FL) du substrat support (SUB).

Procédé selon la revendication 1, dans lequel ’angle de contact (0) de la
colle (GL2) sur la face supé€rieure (FH) de la paroi (RES) est supérieur a
30°.

Procédé selon I'une des revendications 1 ou 2, dans lequel les premicres
tranchées (TRC1) ont une premiere largeur (LTRC1), les deuxiemes
tranchées (TRC2) ont une deuxieme largeur (LTRC?2) et la différence
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(LSTP) entre la premiere largeur et la deuxieme largeur est supérieure
ou égale a 100 pm.

Procédé selon I’une des revendications précédentes, dans lequel la
profondeur (DTRC1) des premieres tranchées (TRC1) est comprise
entre 50% et 80% de la hauteur (H) de la paroi (RES).

Boitier de circuit intégré (BT) comportant :

- un substrat support (SUB) possédant une face de montage (FM),

- une paroi latérale (RES) disposée sur la face de montage (FM), ayant
une face interne (FINT) et une face externe (FEXT), la face interne
(FINT) délimitant avec la face de montage (FM) une cavité (ZCl), la
face externe (FEXT) comportant une marche (STP) s’étendant vers
I’extérieur du boitier (BT),

- une puce électronique (CHP) disposée dans la cavité (ZCI) sur la face
de montage (FM) du substrat support (SUB) et coopérant €lectriquement
avec des plages de contact électriquement conductrices (PAD) situées
sur la face de montage (FM),

- un moyen d’obturation (CAP), collé au moyen d’une colle (GL2), sur
une face supérieure (FH) de la paroi latérale (RES) et obturant la cavité
(ZC1), ladite colle (GL2) ne débordant pas sur la face externe (FEXT) de
la paroi latérale (RES), et

-des moyens de connexion électriquement conducteurs (BP) situés sous
la cavité sur une face inférieure (FL) du substrat support (SUB) et en co-
opération €lectrique avec lesdites plages de contact (PAD) par
I’intermédiaire d’un réseau d’interconnexion (INTCNX) situé sous la
cavité entre les plages de contact (PAD) et la face inférieure (FL) du
substrat support (SUB).

Boitier selon la revendication 5, dans lequel 1’angle de contact (0) de la
colle (GL2) sur la face supé€rieure (FH) de la paroi (RES) est supérieur a
30°.

Boitier selon 1’une des revendications 5 ou 6, dans lequel la marche
(STP) est située a distance (DTRC1) de la face supérieure (FH) de la
paroi latérale (RES) et a une la largeur (LSTP) supérieure ou égale a 100
um.

Boitier selon 1’une des revendications 5 a 7, dans lequel la distance
(DTRC1) est comprise entre 50% et 80% de la hauteur (H) de la paroi
latérale (RES)
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